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目まぐるしい変化を見せるエレクトロニクス分野を前にして、学部・大学院の学生がキャリア

を思い描き、次のステップを選択する決意をするのは容易なことではありません。はじめに選ん

だパスが後のキャリア形成に大きく影響することもあります。そのため学生の間にできるだけ早

い段階から自分が身を置く分野、あるいはこれから進んで行きたい分野におけるキャリア形成に

ついて意識することは大変重要です。その際に業界地図や将来性、必要なスキル等を把握してお

く必要があります。自ら積極的に調査を行って一般的なキャリアパスのイメージすることが大事

ですし、また、比較的年齢が近い当該分野の研究者・エンジニアがたどったパスを実際に知るこ

とができれば、それをロールモデルとして具体的なイメージを形成することに役立てることがで

きます。 

本講演では比較的学生と年齢が近く、かつ、産業界・大学で研究者・エンジニアとしての経験

をもつという立場から、学生のエレクトロニクス分野でのキャリア形成の一助となるよう、私自

身のキャリアを振り返り、そのパスを選んだ動機・理由・結果・現在の業務・将来展望等を述べ、

最後に学生へメッセージを送りたいと思います。私のキャリアの中で特徴的であるのが、海外の

大学院での Ph.D 取得および海外企業での就職です。グローバル化が当たり前となっている現在、

海外志向の学生も増えています。海外へ飛び出すために知っておくとよいこと、海外経験を経て

学んだこと、そして博士課程取得の重要性などについてもトピックとしてお話しします。 
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